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酸化物と金属の薄膜を接合させた構造体では、金属表面に分子ガスが化学吸着する際に、金属

－分子間に新たな分子軌道が形成され、金属の仕事関数が変化することが期待される。これに伴

い金属－酸化物界面の接合状態が変化し、バンドアライメントが再構築される[1,2]。つまり、ガ

ス吸着により金属－酸化物界面のショットキー障壁の高さが変化し、その傾向は整流性にも反映

される。この一連の現象を電気測定によって捉えることでガス検知できると考え、今回はその挙

動を観測することができたので報告する。 

サンプルは、Nbドープ SrTiO3 (NSTO)の単結晶基板上に BaTiO3、ZrO2、-Al2O3などの酸化物を

パルスレーザー堆積法で 100 nm の厚さで成膜し、その上に高周波スパッタリングで Pd を直径 1 

mm、厚さ 10 nmのドット状に成膜したものを用いた。電極に見立てた Pdと NSTO に金コートし

たタングステンのプローバーを接触させ、150℃において様々なガス雰囲気下で電流電圧測定 (I-

V 測定) を行った。Pd/-Al2O3 の NO 吸着に対する I-V 挙動を Fig. 1 に示す。He 雰囲気下から

1%NO/He混合ガスを流し始めると、NO分子が Pd表面で解離吸着し、その応答は時間とともに I

が小さくなる様子として観測された。この応答を説明するために Fig. 2 のようなエネルギー準位

図を考えた。NOは半占軌道(SOMO)を Pdのフェルミ準位に合わせて吸着し，その結果 Pdの仕事

関数よりも大きな準位で新たな分子軌道を形成させる[1]。これに伴う Pd－-Al2O3界面での再バ

ンドアライメントによってショットキー障

壁が高くなり Iが小さくなる。 
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Fig. 2 Energy diagram of metal-oxide junction 

and molecular orbital of gas. Solid line 

describes the behavior before adsorption. 

Dashed line is after adsorption. 

 

Fig. 1 Time evolution of I-V profile of 

Pd/-Al2O3 with 1%NO/He gas atmosphere. 
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